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Siemens Transistor BC149C Datasheet

BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

NPN-Transistoren
flr NF-Vor- und Treiberstufen sowie universelle Anwendung

Obige Transistoren sind epitaktische NPN-Silizium Planar-Transistoren zur Verwen -
dung in NF-Vor- und Treiberstufen (BC 109, BC 149, BC 169 fir rauscharme Vor-
stufen).

BC 107, BC 108, BC 109 im Gehduse 18 A 3 DIN 41876 (TQ-18)

als Komplementartransistor zu BC 177, BC 178, BC 179

Der Kollektor ist elektrisch mit dem Gehause verbunden,

BC 147, BC 148, BC 149 in Kunststoffumhdllung (SOT-25)

als Komplemantartransistor zu BC 157, BC 158, BC 159

BC 167, BC 188, BC 169 in Kunststoffumhidllung (TO-92)

als Komplementartransistor zu BC 267, BC 258, BC 259

Typ Bestallnummer Typ Bestellnummaer
BC 107 A Q60203-X107-A BC 149 B Q60203-X149-B
BC107 B Q&0203-X107-B BC 149 C Q60203-X149-C
BC 108 A Q60203-X108-4A BC 167 A Q62702-C74
BC 108 B Q60203-X108-B BC 167 B 0Q62702-C75
BC108 C 060203-X108-C BC 168 A Q62702-C76
BC109 B 060203-X109-B BC 168 B Qe2702-C77
BC109 C Q60203-X109-C BC 168 C Q62702-C78
BC 147 A 1 Q60203-X147-A BC169 B Q62702-C79
BC 147 B 060203-X147-B BC 169 C Q62702-CEO
BC 148 A QB0203-X148-A
BC 148 B QB0203-X148-B
BC 148 C Q60203-X148-C
BC 107,108, 108 Bohrungsgrélen
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Gewichi etwa 0,25 g Make in mm Gewicht etwa 0,33 g Maike in mm
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BC 107,108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

BC 147|BC148|BC 148
Gronadeten BC107/BC108|BC 109 p¢ 167)8C 168|BC 168
Kollektor-Emitter-Spannung Uﬁg 50 30 30 650 30 30 v
Kollektor-Emitter-Spannung  Uggg | 45 20 20 45 20 20 W
Emitter- Basis-Spannung Ugpp | B 5 5 6 B 5 v
Kollektarstrom I 100 | 100 | 50 [ 100 | 100 |50 | mA
Kollektar- Spitzenstrom Tem 200 | 200 | - 200 | 200 | - ma
Basisstrom Iy | BO 50 i} 50 50 5 7 mA
Sperrschichttemperatur T 176 | 176 | 176 | 160 [ 150 | 150 | °C
Lagertemperatur Te — 55 bis + 175 — 56 his + 150 “C
Gesamtverlustleistung Peor | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht = Luft  Aynuu = 500 = 420 grd /W
Kollektorsperrschicht —
Transistorgehause Aenss = 200 - grd /W

Statische Kenndaten (7y = 25°C). Die Transistoren werden nach der statischen
Stromverstarkung 5 gruppiert und mit A, B, C gekennzeichnet, Bei Uz =5V und
untenstehenden Kollektorstromen gelten die nachfolgenden statischen Werte:

B-Gruppe | A | B C
BC 107,147,167 BC 107,147,167 -
Typ BC 108, 148, 168 BC 10@,;] 53, 168 BC 108,148, 168
- BC 109, 149,169 | BC 109,149 169,
I, B [ B
mA IcM1g I |1y I |Ig
0,01 a0 150 270
2 170 (120 bis 220) 280 (180 bis 460) | 500 (380 bis 800)
100%) 1201) 2002 4007)
Typ 7BC 107,147, 167 BC 107, BC 147, BC 167
BC 108, 148, 168 BC 108, BC 148, BC 168
~ |BC 109,149,169 BC 109, BC 149, BC 169
Ig Uge Ic Ig Ucgsat') Upgaat')
ma, ') ma, ma v "
01 Q.55 10 0.5 0.7 (< 02) 073 (< 0.83)
2 10,62 (0.55bis0,7)
1007) 0,834 100%) 5 0.2 (=< 0.,6)7) [0.87 (=1.05)%)

Y} Dar Transistor ist so wait Gbarsteuart, dal die statizche Strormverstirkung auf elnen Wart von B=20
abgasunken ist

*) Melwerte gelten nicht fir BC 1089, BC 143, BC 169
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BC 107,108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Statische Kenndaten BC 107 BC 108 BC 109
(Ty = 25°C) BC 147 BC 148 BC 149
BC 167 BC 168 BC 169
Kollektor-Emitter- Reststrom
(Uces = B50V) Tces 02(=18)| - - nA
Kollektor-Emitter- Reststrom
(Uepe = 30V) Tegps - 02(<18) [0.2(=18)| nA
Kollektor-Emitter- Reststrom
(Uces =50V Ty =125°C) Jcgsg 02(=4) - - A
Kollektor-Emitter- Reststrom
(Uees =30V: Ty, =125°C) Tces - 02(=4) [02(=4) | pA
Emitter-Basis-Durchbruch-
spannung (Tgpe = 1 pA) Uiprigso| = 6 =5 = v
Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (Izeg = 2 mA)  Uggpjceo| > 45 > 20 > 20 v
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C) | BC 107 BC 108 BC 109
Transitfrequenz (I- = 0,6 mA;
Uge =3V) fr 85 85 as MHZ
Transitfrequenz (I =10mA;
Uee=58V;f=100 MHz) f 250(=150)| 250( =150)| 300(=150)| MH=z
Kollektor-Basis- Kapazitat
(Uega=10V:Ff =1 MHz) Ccgo 3.5(=86) 3.,5(<6) 35 (=6) pF
Emitter-Basis-Kapazitat
(Ugao- 05V F=1 MHZ) CE!D 8 a a pF
Rauschmal (I = 0.2 mA;
(ch= 5V; RG =2kQ;
Af = 30 Hz bis 16 kHz) F - - < 4 dB
Rauschmal (I = 0.2 mA;
Uce =5V:Rg = 2k0Q,
f=1kHz; Af = 200 Hz) F 2(=<10) | 2(<10) | = 4 . dB
BC 147 BC 148 BC 149
BC 167 BC 168 BC 169
Transitfrequenz (I = 0.5 mA;
Uee=3V) £ 85 a5 85 MHz
Transitfrequenz (I = 10 m#A;
Uep =85V f =100 MHz) ¥ 250(=150) |250( >=150) |300(=150) | MHz
Kollektor-Basis- Kapazitat
(Uecgg =10V, F =1 MHz) Ceao < 4,5 < 4.5 < 45 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
{Ug!o =05V f=1 MHZ] ngo 8 8 8 pF
Rauschmalh (I. = 0.2 mA;
U.:E = SV:RG =2 k()
Af = 30 Hz bis 156 kHz) F - - < 4 dB
Rauschmal (I, = 0,2 mA;
Ueeg =5V RAg = 2 k02, |
f=1kHz Af = 200 Hz) F 2(=10) | 2(=<10) | = 4 dB
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Dynamische Kenndaten (T, =25°C)

Io =2mA; Uge =5V:f=1kHz
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B-Gruppe A B [» ]
Typ | BC107,147,167 BC107.147.167 =
| BC108,148,168 BC108,148, 168 BC 108,148,168
i - BC109,149,169 BC 109,149,169
Mi1e 2.7 (1,6 bis 4,5) 4.5 (3,2 bis 8.5) 8.7 (Bbis 15) k)
h1 2e 1 15 2 3 104
Azra 222 (125 bis 260) | 330 (240 bis 500) | 600 (450 bis 900) =
Paze 18 (= 30) 30 (<= 60) 60 (= 110) pSs
Temperaturabhdngigkeit der Temperaturabhangigkeit der
zulassigen Gesamiverlusileisiung zulassigen Gesamtverlustivistung
Pigy = F(T): By, = Parameter P =#(Ty) BC147,BC148,BC148
BC 107, BC 108, BC 109 W BC 167, BC 168, BC 169
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Zulassige Impulsbelastbarkeit Zulassige |mpulsbalastbarkeit
_nr_d"“'” = f(f). » = Paramatar 0t fimau = F(t); r = Parameter
: BC 147, BC 148, BC 148
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Stromverstarkung 8 = f ({z)

Uge = B Y; Ty = Parameter
{Emitterschaltung)

BC107 A, BC 108 A
BC147 A, BC148 A
BC167 A.BC 168 A
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Stromverstarkung 8 = f (1) Stromvarstarkung & = £ (1)
Ueg = 5V Ty = Paramater Ueg = 5V Ty = Paramaeter
(Emitterschaltung) {Emitterschaltung)
BC107 B, BC108 B, BC109 B BC10BC.BC109C
BC147 B, BC148 B, BC 149 B BC14BC.BC149C
o BC167 B, BC168 B, BC 169 B » BEC168C.BC169 C
% : % —Vn!r‘-‘—ﬁ. = 3 :1
5 - = m 5 E:,: = JF"“ —
b - . | [ .m ; = [ ln N
T Bl LT N 8 el Lami AT T
T ¥ "‘ i .”'\ ‘ " sl
W= 7 8 = ! | Jﬁ |
: F-50° i i
kg i i :
i § i
u 11 W '
4 - i 1 -
; i . it
= MiEWETE — M
e m”’ﬁ'mm — — STrEmEE e [ 05
o ” o 7m L (LR L o mA
~—+.->,E N 4:

Datasheet Rev. 1.0 — 08/21 — data without warranty / liability



Siemens Transistor BC149C Datasheet

BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Ausgangskennlinien
Te = F{Ueg): Ig = Paramaeter
(Ernitterschaltung)
BC 107, BC 108, BC 109
BC 147, BC 148, BC 149

A BC 167, BC 168, BC 168
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Ausgangskennlinian
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Ausgangskennlinien
fe = (Ucg): Iy = Parameter
(Emitterschaltung)
BC 107, BC 108, BC 109
BC 147, BC 148, BC 149
mA BC 167, BC 168, BC 169
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Ausgangskennlinien
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Ausgangskennlinien T = f (Ugg) Ausgangskennlinien fo = f (Ucgh:
Ugg = Parameter (Emitterschaltung Uiyg = Paramater (Emitterschaltung)
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Ausgangskennlinien Jo =f (L) Ausgangskennlinien I. F(Uqg)
Iy = Pararmeter (Emitterschaltung) Uge Parameter (Emitterschaltung)
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Temperaturabhangigkeit

des Reststromes Jepn = F (Ty)

fir maximal zulassige Sperrspannung
BC107,BC 108, BC 109
BC147,BC 148, BC 149
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BC 107,108,109, BC 147,148,149, BC 167, 168, 169

Stromabhangigkeit der h-Parameter
Frg (1) .
H, = Fallc = 2MA) = f(Ie): Ueg =5V
BC 107, BC 108, BC 109, BC147,BC148,
ot BC149, BC167,BC 168, BC 169
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Spannungsabhingigkeit der h-Parameter
hy (U
He = h.{U:. :-Eéw =f(Uge):dc=2mA
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Spannungsabhangigkeit der h-Parameter
fra (Ueg) .
Hy = T (Uce = 5Y) =f({Uegh:Je=2mA
BC 107, BC147,BC 148,
BC 149, BC 167, BC 168, BC 169
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BC 107, 108, 109, BC 147, 148, 149, BC 167, 168, 169

Eﬂiﬂh;’ll\l’l !F —1;' i'j-".;) 5 Rauschmal £ = f (7.}
= i f= 2 = Paramet Ueg=BV. = Ry =
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